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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.21

Тема дисертації:
1. Дослідження процесів утворення та відпалу термодефектів в кремнії.

2. The investigation of generation processes and annealing of thermodefects in silicon.

Реферат:
1. Об'єктом дослідження був монокристалічний бездислокаційний кремній, вирощений методом
Чохральського. Метою дисертаційної роботи було отримати нову інформацію про природу кисневих
термодефектів в Si, визначити можливі шляхи підвищення термостабільності цього матеріалу. Визначення
параметрів термодефектів проводились за допомогою кількох експериментальних методик: виміри ефекту
Холла, DLTS (нестаціонарна спектроскопія глибоких рівнів), ЕПР (електронний парамагнітний резонанс), ІЧ-
спектроскопія. В роботі досліджувались термодонори, які утворюються в Si при його термообробці при
4500С та 5300С, а також зміна внутрішніх пружних напружень гратки кремнію в ході термообробки при
10500С. Запропонована модель прискорення дифузії атомів кисню, яка дозволяє пояснити кінетику
накопичення термодонорів-450. Результати свідчать про можливість впливу на генерацію термодонорів
через вплив на мікронеоднорідність розподілу домішки кисню. Встановлений зв'язок між зміною внутрішніх
пружних напружень гратки кремнію та тривал істю високотемпературної обробки при 10500С може бути
використаний в планарній технології формування SiO2- гетерів.



2. The object of investigations was dislocation-free single-crystal Silicon during Chochralski Crystal Growth. The
goal was to obtain the information about nature of oxygen thermodefects in Silicon and to determine the
possibilities of increasing of thermal stabilities. Investigations of thermal defect parameters were carried by some
experremental methods: Hall-effect, DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy), EPR (Electronic Paramagnetic
Resonance), IRS (InraRed Spectroscopy). The thermodonors which are created at the temperature 4500С and
5300С as well as variation of internal elastic lattice strain under heat treatment at 10500С were studied. The
results show on possibility of influence on generation of thermaldonors due to the influence of micro-
inhomogeneties of oxygen distribution. Found connection between changing of internal elastic strain and time of
hightemperature treatment at 10500С can be used in planar technology of SiO2-gutters formation
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